Questionario sui filtri passivi, diodi e transistor

FILTRI PASSIVI

1) Il circuito RC è un filtro:

[A] passa-basso          
 [B] passa-alto      
[C] passa-banda        
[D] annulli-banda

2) Un filtro passa-alto è realizzato dal seguente circuito:

[A] R-C                   
[B] L-C                 
[C] C-L                   
[D] L-R

3) Il Q-metro è uno strumento di misura che serve per misurare:

[A] La reattanza di una bobina

[B] La reattanza di un condensatore

[C] La potenza reattiva

[D] Il coefficiente di bontà

4) La corrente di un circuito risonante serie:

[A] E' massima in corrispondenza della frequenza di risonanza

[B] E' minima in corrispondenza della frequenza di risonanza

[C] Alla risonanza dipende da C

[D] Alla risonanza dipende da L

5) Nella serie di Fourier:

[A] I coefficienti dei termini seno valgono zero per le funzioni pari

[B] I coefficienti dei termini coseno valgono zero per le funzioni pari

[C] I coefficienti dei termini di indice n aumentano all'aumentare di n

[D] Il termine noto è uguale a zero per le funzioni pari

6) Nella risposta al gradino di un circuito R-C:

[A] La costante di tempo vale 2.2RC

[B] Il tempo di salita vale 2.2RC

[C] Il tempo di ritardo è uguale a zero

[D] Il tempo di assestamento vale RC

7) Il coefficiente di accoppiamento K si introduce nei circuiti:

[A] Passa - basso

[B] Accoppiati per mutua induzione

[C] accoppiati per autoinduzione

[D] passa - alto

DIODI

1)  I  semiconduttori  puri presentano una conducibilità intrinseca secondo cui:

[A] La corrente elettrica aumenta all'aumentare della temperatura.

[B] La corrente elettrica diminuisce all'aumentare della temperatura.

[C] La corrente non dipende dalla temperatura.

[D] L'agitazione   termica   favorisce  la  ricomposizione  delle  coppie elettrone-lacuna.

2)  Un  atomo  di  fosforo  sostituisce  un  atomo  di silicio nel reticolo cristallino di quest'ultimo semiconduttore.
[A] Si è realizzato il drogaggio di tipo P.

[B] Si è realizzato il drogaggio di tipo N.

[C] Si è realizzata la conducibilità intrinseca.

[D] L'atomo di fosforo acquista un elettrone dal cristallo.

3) Nel drogaggio di tipo P di un cristallo di silicio:

[A] Un atomo di antimonio prende il posto di un atomo di silicio.

[B] L'impurezza introdotta cede un elettrone al reticolo cristallino.

[C] Le cariche maggioritarie sono le lacune.

[D] La resistività del semiconduttore drogato aumenta rispetto a quella del semiconduttore intrinseco.

4) La giunzione PN:

[A]  E'  attraversata  da una corrente elettrica relativamente elevata se è polarizzata direttamente.

[B]  E'  costituita  in  parte  da semiconduttore intrinseco ed in parte da semiconduttore drogato di tipo P.

[C]  E'  costituita  in  parte  da semiconduttore intrinseco ed in parte da semiconduttore drogato di tipo N.

[D]  È polarizzata  inversamente  se  si  applica il polo negativo di una batteria alla regione N e il positivo alla P.

5) Un diodo Zener con tensione di ginocchio di 6V:

[A] Conduce se VAK è maggiore di 6V.

[B] Conduce se VAK è minore di -6V.

[C] Presenta VAK = 6V se polarizzato direttamente.

[D]  Presenta  un  valore  VKA  leggermente  inferiore  a 6V se polarizzato inversamente.

6) La tensione di breakdown di un diodo a giunzione:

[A]  E'  la  d.d.p.  tra  anodo  e  catodo  quando  il  diodo è polarizzato direttamente.

[B]  E'  la  d.d.p.  tra  catodo  ed  anodo  quando  il diodo è polarizzato inversamente.

[C] A seconda del diodo, è un valore compreso tra 50V e 2000V.

[D] E' sempre maggiore di 1000V.

7)  Le  sostanze  utilizzata  per  realizzare  diodi, transistor e circuiti integrati sono:

[A] Trivalenti.

[B] Pentavalenti.

[C] Il fosforo e l'alluminio.

[D] Il silicio e l'arseniuro di gallio.

8) Il raddrizzatore ad una semionda alimentato da un generatore di tensione sinusoidale di elevata ampiezza:

[A] E' più efficiente del ponte di Graetz.

[B] Presenta valor medio della tensione pari al valor massimo per 0.318.

[C] Presenta valor medio della tensione pari al valor massimo per pi greco.

[D] Ha valor medio della tensione di uscita uguale a zero.

9)  Abbiamo polarizzato direttamente un diodo al silicio, un diodo Zener al silicio ed un diodo LED. Quale diodo presenta una maggiore VAK ?

[A] Il diodo al silicio.

[B] Il diodo Zener.

[C] Il diodo LED.

[D] Hanno tutti e tre pressappoco la stessa d.d.p.

10) Nel circuito rivelatore di picco reale:

[A]  La  tensione di scarica rimane pressoché invariata se la resistenza di carico è elevata.

[B] La tensione di uscita è quella ai capi del diodo.

[C] Si può utilizzare il ponte di Graetz.

[D]  La  tensione di scarica rimane pressoché invariata se la resistenza di carico è di basso valore.

Il transistor a giunzione bipolare BJT

1. Per far operare il BJT in zona attiva si devono polarizzare le  giunzioni nel seguente modo:

a) B-E direttamente e B-C direttamente.

b) B-E direttamente e B-C inversamente.

c) B-E inversamente e B-C direttamente.

d) B-E inversamente e B-C inversamente.

2. Il guadagno statico di corrente hFE :

a) E' minore di ß

b) E' un parametro costante di un transistor

c) Rappresenta il rapporto tra la corrente di collettore e quella di base

d) Si misura in mA

3. Le caratteristiche di uscita di un BJT:

a) Consentono di valutare la tensione VCEmax di lavoro del BJT

b) Esprimono graficamente come varia IC al variare di VCB

c) Esprimono graficamente come varia IC al variare di VCE 

d) Sono un insieme di curve fornite dal costruttore parallele all'asse della VCE

4. Il punto di lavoro di un transistor:

a) E' individuato dalla quaterna: IB; IC; VCB; VCE

b) Si determina solo per via grafica

c) E' individuato dalla quaterna: IB; hFE; VCB; VCE

d) E' individuato dalla quaterna: IB; IC; VBE; VCE

5. La potenza dissipata da un transistor:

a) Dipende essenzialmente dal prodotto VBE*IC

b) Dipende essenzialmente dal valore della resistenza termica

c) Dipende dalla temperatura di lavoro

d) Dipende essenzialmente dal prodotto VCE*IC

6. L'aumento di temperatura di un transistor:

a) Determina la rottura del dispositivo

b) Si manifesta in un fenomeno noto come fuga termica

c) Determina una diminuzione di VBE e un aumento di IC

d) Non provoca alcuna modificazione

7. Per polarizzare un BJT in regione attiva:

a) Si deve polarizzare la giunzione C-E inversamente e B-E direttamente 

b) Si deve disporre delle curve caratteristiche e del parametro hFE

c) Si deve polarizzare la giunzione B-C direttamente B-E direttamente

d) Si deve polarizzare la giunzione B-C inversamente e B-E direttamente

8. La dispersione delle caratteristiche di un transistor :

a) Indica la perdita di stabilità

b) Indica l'impossibilità di produrre componenti con caratteristiche uguali

c) Indica una dispersione della corrente inversa ICBO 

d) Dipende essenzialmente dalla variazione della temperatura

9. Il coefficiente di stabilizzazione termica SI

a) Indica come varia ICBO al variare della temperatura

b) Esprime come varia IC al variare di ICBO

c) E' fondamentale per il calcolo del punto di lavoro

d) Esprime la variazione di IC rispetto alle variazioni di temperatuta

Risposte esatte

Filtri:

1: [A]   2: [C]  3: [D]  4: [A]   5: [A]   6: [B]   7: [B]

Diodi:
1: [A] 2: [B] 3: [C] 4: [A] 5: [B] 6: [C] 7: [D] 8: [B] 9: [C] 10: [A]

Transistor

1. (b) 2. (c) 3. (c) 4. (d) 5. (d) 6. (c) 7. (d) 8. (b) 9. (b) 10. (c)
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